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(54)【発明の名称】 液晶表示装置及び液晶表示装置の駆動方法

(57)【要約】
【課題】  携帯電話等のディスプレイとして用いられる
液晶表示装置において、画面の高精細化を実現し、且つ
高精細画素に対しても、待ち受け時には低消費電力で静
止画表示を行い、また通話時にはフルカラーによる中間
調表示や動画表示を行うことができるようにする。
【解決手段】  ＤＭ（ディジタルメモリ）１８を、１つ
のインバータ回路２３（又はインバータ回路２３と第２
の容量素子２５）で構成することにより、ＤＭ１８を構
成する素子数を削減し、ＤＭ１８の配置領域を小さくし
て画面の高精細化を可能とする。また、通話時には、フ
ルカラー用映像信号により中間調／動画表示を行い、待
ち受け時には、走査線／信号線駆動回路の動作を止めつ
つ、ＤＭ１８に保持されたマルチカラー用映像信号を画
像表示に用いることにより、高精細画素に対しても低消
費電力でマルチカラー表示を行うことができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  互いに交差して配置された複数の走査線
及び複数の信号線、これら両線の各交差部に配置された
画素電極、前記画素電極と電気的に並列に接続された第
１の容量素子、前記走査線に供給される行選択信号によ
りオン／オフ制御され、オン時に前記信号線と前記画素
電極間を導通させて前記信号線に供給された映像信号を
前記画素電極に書き込む第１のスイッチ素子を含む第１
の電極基板と、前記画素電極に対し所定間隔をもって対
向配置された対向電極を含む第２の電極基板と、前記第
１の電極基板と第２の電極基板との間に狭持された液晶
層と、一水平走査期間に対応して前記複数の信号線に映
像信号を供給する信号線駆動回路と、前記一水平走査期
間毎に前記走査線に行選択信号を順次供給する走査線駆
動回路とを備えた液晶表示装置において、
前記第１の電極基板は、
前記信号線に供給された映像信号を保持可能な１つのイ
ンバータ回路により構成されたディジタルメモリと、
前記画素電極と前記ディジタルメモリ間の導通を制御す
るディジタルメモリスイッチ回路と、
を含むことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】  前記ディジタルメモリは、１つのインバ
ータ回路と第２の容量素子により構成されることを特徴
とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】  前記インバータ回路は、ＣＭＯＳ回路で
構成されることを特徴とする請求項１又は２に記載の液
晶表示装置。
【請求項４】  前記画素電極は、金属薄膜で構成された
光反射型の画素電極であることを特徴とする請求項１に
記載の液晶表示装置。
【請求項５】  前記ディジタルメモリスイッチ回路は、
前記ディジタルメモリの入力端子に接続する第２のスイ
ッチ素子と、前記ディジタルメモリの出力端子に接続す
る第３のスイッチ素子とで構成されることを特徴とする
請求項１又は２に記載の液晶表示装置。
【請求項６】  前記ディジタルメモリスイッチ回路は、
前記ディジタルメモリの入力端子に接続する第２のスイ
ッチ素子と、前記ディジタルメモリの出力端子に接続す
る第３のスイッチ素子とで構成され、
前記第２の容量素子は、前記第２のスイッチ素子と前記
インバータ回路との間に接続されることを特徴とする請
求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項７】  前記第２のスイッチ素子及び前記第３の
スイッチ素子は同一導電型の電界制御トランジスタで構
成され、それぞれ異なる制御信号線に接続されることを
特徴とする請求項５に記載の液晶表示装置。
【請求項８】  前記第２のスイッチ素子及び前記第３の
スイッチ素子は互いに異なる導電型の電界制御トランジ
スタで構成され、それぞれ共通の制御信号線に接続され
ることを特徴とする請求項５に記載の液晶表示装置。
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【請求項９】  前記インバータ回路を構成するＣＭＯＳ
回路に、第３及び第４の容量素子が接続されることを特
徴とする請求項３に記載の液晶表示装置。
【請求項１０】  前記ディジタルメモリの電源配線の一
方と、前記第１の容量素子に所定の電圧を供給する電源
配線とを共通化したことを特徴とする請求項１に記載の
液晶表示装置。
【請求項１１】  第１の表示期間では、前記ディジタル
メモリスイッチ回路により前記画素電極と前記ディジタ
ルメモリ間を非導通とし、且つ、前記第１のスイッチ素
子を所定周期でオンして、前記信号線に供給された第１
の映像信号を前記画素電極に書き込むことで表示を行
い、
第２の表示期間では、前記ディジタルメモリスイッチ回
路により前記画素電極と前記ディジタルメモリ間を導通
させて、前記信号線に供給された第２の映像信号を前記
ディジタルメモリに保持させた後、前記第１のスイッチ
素子により前記信号線と前記画素電極間を非導通とし、
前記ディジタルメモリに保持された第２の映像信号を前
記画素電極に書き込むことで表示を行うことを特徴とす
る請求項１に記載の液晶表示装置の駆動方法。
【請求項１２】  前記第１の表示期間では、前記ディジ
タルメモリスイッチ回路において、前記第２のスイッチ
素子と画素電極間のみ導通させることを特徴とする請求
項１１に記載の液晶表示装置の駆動方法。
【請求項１３】  前記第２の表示期間では、１フレーム
毎に前記第２のスイッチ素子と第３のスイッチ素子を交
互に導通させて、前記画素電極に前記ディジタルメモリ
から１フレーム毎に極性の異なる第２の映像信号を供給
し、且つ、この周期に合わせて前記対向電極の電位を反
転させることを特徴とする請求項１１又は１２に記載の
液晶表示装置の駆動方法。
【請求項１４】  前記第２の表示期間において、前記第
３のスイッチ素子の導通時間が、前記第２のスイッチ素
子の導通時間よりも長いことを特徴とする請求項１３に
記載の液晶表示装置の駆動方法。
【請求項１５】  前記第２の表示期間では、所定フレー
ム数毎に前記ディジタルメモリスイッチ回路により前記
画素電極と前記ディジタルメモリ間を導通させて、前記
信号線に供給された第２の映像信号を前記ディジタルメ
モリに保持させた後、前記第１のスイッチ素子により前
記信号線と前記画素電極間を非導通とし、前記ディジタ
ルメモリに保持された第２の映像信号を所定フレーム数
の間、前記画素電極に書き込むことで表示を行うことを
特徴とする請求項１１又は１２に記載の液晶表示装置の
駆動方法。
【請求項１６】  前記第２の表示期間では、所定フレー
ム数毎に前記ディジタルメモリに極性の異なる第２の映
像信号を保持させ、且つ、この周期に合わせて前記対向
電極の電位を反転させることを特徴とする請求項１５に
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記載の液晶表示装置の駆動方法。
【請求項１７】  前記ディジタルメモリに直流の電源電
圧を供給することを特徴とする請求項１１乃至１６のい
ずれか一つに記載の液晶表示装置の駆動方法。
【請求項１８】  前記ディジタルメモリに交流の電源電
圧を供給し、且つ、前記交流の周期に合わせて前記対向
電極の電位を反転させることを特徴とする請求項１５又
は１６に記載の液晶表示装置の駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、携帯電話や電子
ブック等に使用される高画質、低消費電力な液晶表示装
置及び液晶表示装置の駆動方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来、液晶表示装置は軽量、薄型、低消
費電力という利点を活かして携帯電話や電子ブック等の
小型情報端末のディスプレイとして使われている。この
ような小型情報端末は、一般にバッテリー駆動方式が採
用されていることから、低消費電力化が重要な課題とな
っている。
【０００３】とくに携帯電話においては、待ち受け時間
中に低消費電力で表示できることが求められており、こ
れを実現するための技術として、例えば特開２００１－
２６４８１４号公報には、画素内にディジタルメモリを
備えた画像表示装置が開示されている。ここに開示され
た画像表示装置は、待ち受け時（静止画表示時）におい
て、前記ディジタルメモリに保持した二値データにより
液晶を交流駆動するための交流駆動回路のみを動作さ
せ、その他の周辺駆動回路を止めることにより、大幅な
消費電力の低減を図っている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】ところで、従来のディ
ジタルメモリを備えた液晶表示装置では、ディジタルメ
モリとしてＳＲＡＭが使用されており、通常は５個のト
ランジスタで構成されている。このため、基板上にある
程度のディジタルメモリの配置領域が必要となり、高精
細化が困難な状況となっている。
【０００５】この発明の目的は、画素の高精細化を実現
するとともに、高精細画素に対しても、待ち受け時には
低消費電力で静止画表示を行い、また通話時にはフルカ
ラーによる中間調表示や動画表示を行うことができる液
晶表示装置及びその駆動方法を提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、請求項１の発明は、互いに交差して配置された複数
の走査線及び複数の信号線、これら両線の各交差部に配
置された画素電極、前記画素電極と電気的に並列に接続
された第１の容量素子、前記走査線に供給される行選択
信号によりオン／オフ制御され、オン時に前記信号線と
前記画素電極間を導通させて前記信号線に供給された映
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像信号を前記画素電極に書き込む第１のスイッチ素子を
含む第１の電極基板と、前記画素電極に対し所定間隔を
もって対向配置された対向電極を含む第２の電極基板
と、前記第１の電極基板と第２の電極基板との間に狭持
された液晶層と、一水平走査期間に対応して前記複数の
信号線に映像信号を供給する信号線駆動回路と、前記一
水平走査期間毎に前記走査線に行選択信号を順次供給す
る走査線駆動回路とを備えた液晶表示装置において、前
記第１の電極基板は、前記信号線に供給された映像信号
を保持可能な１つのインバータ回路により構成されたデ
ィジタルメモリと、前記画素電極と前記ディジタルメモ
リ間の導通を制御するディジタルメモリスイッチ回路と
を含むことを特徴とする。
【０００７】好ましい形態として、前記第１のスイッチ
素子と前記ディジタルメモリスイッチ回路を、ともにＭ
ＯＳトランジスタで構成する。
【０００８】請求項２の発明は、請求項１において、前
記ディジタルメモリを、１つのインバータ回路と第２の
容量素子により構成することを特徴とする。
【０００９】好ましい形態として、前記第１の容量素子
と前記第２の容量素子の容量を合わせて、通常駆動に必
要な容量を形成する。
【００１０】請求項３の発明は、請求項１又は２におい
て、前記インバータ回路がＣＭＯＳ回路で構成されるこ
とを特徴とする。
【００１１】請求項４の発明は、請求項１において、前
記画素電極が金属薄膜で構成された光反射型の画素電極
であることを特徴とする。
【００１２】請求項５の発明は、請求項１又は２におい
て、前記ディジタルメモリスイッチ回路が、前記ディジ
タルメモリの入力端子に接続する第２のスイッチ素子
と、前記ディジタルメモリの出力端子に接続する第３の
スイッチ素子とで構成されることを特徴とする。
【００１３】請求項６の発明は、請求項２において、前
記ディジタルメモリスイッチ回路が、前記ディジタルメ
モリの入力端子に接続する第２のスイッチ素子と、前記
ディジタルメモリの出力端子に接続する第３のスイッチ
素子とで構成され、前記第２の容量素子が、前記第２の
スイッチ素子と前記インバータ回路との間に接続される
ことを特徴とする。
【００１４】請求項７の発明は、請求項５において、前
記第２のスイッチ素子及び前記第３のスイッチ素子が同
一導電型の電界制御トランジスタで構成され、それぞれ
異なる制御信号線に接続されることを特徴とする。
【００１５】好ましい形態として、前記第２及び第３の
スイッチ素子をＮ－ｃｈＴＦＴ又はＰ－ｃｈＴＦＴのい
ずれか一方で構成するとともに、それぞれ個別のメモリ
制御信号線に接続し、各メモリ制御信号線から供給され
るメモリ制御信号により、前記第２及び第３のスイッチ
素子の導通を独立して制御する。
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【００１６】請求項８の発明は、請求項５において、前
記第２のスイッチ素子及び前記第３のスイッチ素子が互
いに異なる導電型の電界制御トランジスタで構成され、
それぞれ共通の制御信号線に接続されることを特徴とす
る。
【００１７】好ましい形態として、前記第２及び第３の
スイッチ素子をＮ－ｃｈＴＦＴ及びＰ－ｃｈＴＦＴで構
成する。ここで、前記第２のスイッチ素子をＮ－ｃｈＴ
ＦＴで構成した場合、前記第３のスイッチ素子はＰ－ｃ
ｈＴＦＴで構成され、前記第２のスイッチ素子をＰ－ｃ
ｈＴＦＴで構成した場合、前記第３のスイッチ素子はＮ
－ｃｈＴＦＴで構成される。さらに、前記第２及び第３
のスイッチ素子を同一のメモリ制御信号線に接続し、１
つのメモリ制御信号線から供給されるメモリ制御信号に
より、前記第２及び第３のスイッチ素子の導通を共通に
制御する。
【００１８】請求項９の発明は、請求項３において、前
記インバータ回路を構成するＣＭＯＳ回路に、第３及び
第４の容量素子が接続されることを特徴とする。
【００１９】好ましい形態として、前記第１の容量素
子、前記第２の容量素子、前記第３及び第４の容量素子
の容量を合わせて、通常駆動に必要な容量を形成する。
【００２０】請求項１０の発明は、請求項１において、
前記ディジタルメモリの電源配線の一方と、前記第１の
容量素子に所定の電圧を供給する電源配線とを共通化し
たことを特徴とする。
【００２１】請求項１１の発明は、請求項１に記載の液
晶表示装置の駆動方法において、第１の表示期間では、
前記ディジタルメモリスイッチ回路により前記画素電極
と前記ディジタルメモリ間を非導通とし、且つ、前記第
１のスイッチ素子を所定周期でオンして、前記信号線に
供給された第１の映像信号を前記画素電極に書き込むこ
とで表示を行い、第２の表示期間では、前記ディジタル
メモリスイッチ回路により前記画素電極と前記ディジタ
ルメモリ間を導通させて、前記信号線に供給された第２
の映像信号を前記ディジタルメモリに保持させた後、前
記第１のスイッチ素子により前記信号線と前記画素電極
間を非導通とし、前記ディジタルメモリに保持された第
２の映像信号を前記画素電極に書き込むことで表示を行
うことを特徴とする。
【００２２】請求項１２の発明は、請求項１１におい
て、前記第１の表示期間では、前記ディジタルメモリス
イッチ回路において、前記第２のスイッチ素子と画素電
極間のみ導通させることを特徴とする。
【００２３】請求項１３の発明は、請求項１１又は１２
において、前記第２の表示期間では、１フレーム毎に前
記第２のスイッチ素子と第３のスイッチ素子を交互に導
通させて、前記画素電極に前記ディジタルメモリから１
フレーム毎に極性の異なる第２の映像信号を供給し、且
つ、この周期に合わせて前記対向電極の電位を反転させ
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ることを特徴とする。
【００２４】請求項１４の発明は、請求項１３におい
て、前記第２の表示期間において、前記第３のスイッチ
素子の導通時間が、前記第２のスイッチ素子の導通時間
よりも長いことを特徴とする。
【００２５】請求項１５の発明は、請求項１１又は１２
において、前記第２の表示期間では、所定フレーム数毎
に前記ディジタルメモリスイッチ回路により前記画素電
極と前記ディジタルメモリ間を導通させて、前記信号線
に供給された第２の映像信号を前記ディジタルメモリに
保持させた後、前記第１のスイッチ素子により前記信号
線と前記画素電極間を非導通とし、前記ディジタルメモ
リに保持された第２の映像信号を所定フレーム数の間、
前記画素電極に書き込むことで表示を行うことを特徴と
する。
【００２６】好ましい形態として、第１の表示期間で
は、前記第２のスイッチ素子をオフして前記画素電極と
前記ディジタルメモリ間を非導通とし、且つ、前記第１
のスイッチ素子を所定周期でオンし、第２の表示期間で
は、第２の映像信号を前記ディジタルメモリに保持させ
た後、前記第１のスイッチ素子と前記第２のスイッチ素
子をオフ、前記第３のスイッチ素子をオンすることを特
徴とする。
【００２７】請求項１６の発明は、請求項１５におい
て、前記第２の表示期間では、所定フレーム数毎に前記
ディジタルメモリに極性の異なる第２の映像信号を保持
させ、且つ、この周期に合わせて前記対向電極の電位を
反転させることを特徴とする。
【００２８】請求項１７の発明は、請求項１１乃至１６
のいずれか一つにおいて、前記ディジタルメモリに直流
の電源電圧を供給することを特徴とする。
【００２９】請求項１８の発明は、請求項１５又は１６
において、前記ディジタルメモリに交流の電源電圧を供
給し、且つ、前記交流の周期に合わせて前記対向電極の
電位を反転させることを特徴とする。
【００３０】上記構成による液晶表示装置によれば、デ
ィジタルメモリを１つのインバータ回路で構成すること
により、従来は５個必要としていたディジタルメモリの
トランジスタ数を、インバータ回路のための２個に削減
することができる。したがって、基板上でのディジタル
メモリの配置領域を小さくすることが可能となり、画面
の高精細化を実現することができる。
【００３１】また、上記液晶表示装置においては、通話
時（第１の表示期間）には、通常のフルカラーによる中
間調／動画表示を行うことができ、また待ち受け時（第
２の表示期間）には、走査線／信号線駆動回路の動作を
止めつつ、前記ディジタルメモリに保持された映像信号
で画像表示を行うため、高精細画素に対しても低消費電
力で静止画表示を行うことができる。
【００３２】
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【発明の実施の形態】以下、この発明に係わる液晶表示
装置及び液晶表示装置の駆動方法を、アクティブマトリ
クス型液晶表示装置及びその駆動方法に適用した場合の
実施形態について説明する。
【００３３】図３は、この実施形態に係わるアクティブ
マトリクス型液晶表示装置の回路構成図であり、図４は
図３の概略断面図である。
【００３４】この液晶表示装置１００は、大別すると、
複数の表示画素１０が形成された表示画素部１１０、走
査線駆動回路１２０及び信号線駆動回路１３０により構
成されている。
【００３５】この実施形態において、走査線駆動回路１
２０及び信号線駆動回路１３０は、アレイ基板１０１上
において、後述する信号線１１、走査線１２及び画素電
極１３などと一体に形成されている。
【００３６】表示画素部１１０は、アレイ基板１０１上
に複数本の信号線１１及びこれと交差する複数本の走査
線１２が図示しない絶縁膜を介してマトリクス状に配置
されており、両線の各交差部には表示画素１０が形成さ
れている。
【００３７】また、アレイ基板１０１上には、走査線１
２と並行してメモリ制御信号線１９が配置されており、
図示しない外部駆動回路からメモリ制御信号が供給され
ている。なお、後述する実施形態ではメモリ制御信号線
１９ａ，１９ｂとして２本配置した例も示しているが、
図３では説明を簡単にするためにメモリ制御信号線１９
として示している。
【００３８】表示画素１０は、画素電極１３、第１のス
イッチ素子１４、対向電極１５、液晶層１６、ディジタ
ルメモリスイッチ回路（以下、ＤＭスイッチ回路）１７
及びディジタルメモリ（以下、ＤＭ）１８により構成さ
れている。なお、表示画素１０には補助容量としての第
１の容量素子２４が含まれているが、図３では説明を簡
単にするために図示を省略している。
【００３９】第１のスイッチ素子１４のソースは信号線
１１に、ゲートは走査線１２に、ドレインは画素電極１
３にそれぞれ接続されている。また画素電極１３はＤＭ
スイッチ回路１７を介してＤＭ１８に接続されており、
そのＤＭスイッチ回路１７のゲートはメモリ制御信号線
１９に、ソースは画素電極１３に、ドレインはＤＭ１８
にそれぞれ接続されている。
【００４０】画素電極１３はアレイ基板１０１上に形成
され、この画素電極１３と相対する対向電極１５は対向
基板１０２上に形成されている。対向電極１５には、図
示しない外部駆動回路から所定の対向電極電位が与えら
れている。さらに、画素電極１３と対向電極１５の間に
は液晶層１６が狭持され、表示画素１０ごとに液晶容量
Ｃｌｃを形成している。アレイ基板１０１と対向基板１
０２の周囲はシール材１０３により封止されている。図
４では、配向膜や偏光板などの図示は省略している。な
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お、アレイ基板１０１、対向基板１０２は、それぞれ本
実施形態における第１の電極基板、第２の電極基板であ
る。
【００４１】走査線駆動回路１２０は、シフトレジスタ
１２１及び図示しないバッファ回路などで構成されてお
り、図示しない外部駆動回路から供給されるコントロー
ル信号（垂直のクロック／スタート信号）に基づいて、
一水平走査期間毎に上から順に走査線１２に行選択信号
を出力する。
【００４２】走査線駆動回路１２０では、中間調表示や
動画表示時（以下、通常表示時）には、通常のアクティ
ブマトリクス型液晶表示装置と同様に一水平走査期間毎
に行選択信号を走査線１２に出力する。また静止画表示
時には、全ての走査線１２について行選択信号の出力を
停止する。
【００４３】信号線駆動回路１３０は、シフトレジスタ
１３１、ＡＳＷ（アナログスイッチ）１３２などで構成
されており、図示しない外部駆動回路からコントロール
信号（水平のクロック／スタート信号）及びビデオバス
１３３を通じて映像信号が供給されている。信号線駆動
回路１３０では、水平のクロック／スタート信号に基づ
いて、シフトレジスタ１３１からＡＳＷ１３２の開閉信
号を供給することにより、ビデオバス１３３から供給さ
れる映像信号を所定のタイミングで信号線１１にサンプ
リングする。
【００４４】なお、本実施形態では、通常表示期間にお
いて、フルカラーによる中間調表示／動画表示を行うた
めの映像信号をフルカラー用映像信号といい、静止画表
示期間において、マルチカラーによる静止画表示を行う
ための映像信号をマルチカラー用映像信号という。マル
チカラー用映像信号とは、二値の情報をもつ映像信号で
ある。ＲＧＢの３つのサブ画素（表示画素１０）の組み
合わせで表示単位としての１画素が構成されるとする
と、３つのサブ画素合計で８（２の３乗）色のマルチカ
ラー表示を行うことができる。
【００４５】上記通常表示期間、静止画表示期間は、そ
れぞれ本実施形態における第１の表示期間、第２の表示
期間である。また、フルカラー用映像信号、マルチカラ
ー用映像信号は、それぞれ本実施形態における第１の映
像信号、第２の映像信号である。
【００４６】ここで、通常のアクティブマトリクス型液
晶表示装置として駆動する場合の動作について簡単に説
明する。
【００４７】走査線駆動回路１２０から一水平走査期間
ごとに行選択信号を出力して、各走査線１２を上から順
に選択すると、選択された走査線１２に接続するすべて
の第１のスイッチ素子１４が一水平走査期間だけオンす
る。これと同期するように信号線１１に映像信号をサン
プリングすると、信号線１１にサンプリングされた映像
信号は第１のスイッチ素子１４を通じて画素電極１３に
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書き込まれる。このとき、画素電極１３に書き込まれた
映像信号の電荷の大きさに応じて液晶層１６が応答する
ことで表示画素からの透過光量が制御される。このよう
な動作を１フレーム期間内にすべての走査線１２につい
て実施することにより、一画面の映像が出来上がる。画
素電極１３に書き込まれた映像信号は、次フレームで極
性反転された新たな映像信号が書き込まれるまで保持さ
れる。
【００４８】次に、表示画素１０の回路構成を、図１を
参照しながら、さらに詳細に説明する。
【００４９】図１は、図３に示す表示画素１０の回路構
成図である。
【００５０】第１のスイッチ素子１４のドレイン側に
は、画素電極１３及びこれと電気的に並列に第１の容量
素子２４が接続されている。第１の容量素子２４は、画
素電極１３と図示しない補助容量線との間に補助容量Ｃ
ｓを形成している。前記補助容量線には、図示しない外
部駆動回路から所定の補助容量電圧が供給されている。
この第１の容量素子２４は、画素電極１３に書き込まれ
た映像信号を安定して保持するためのものであり、画素
電極１３に書き込まれた前記映像信号は、液晶容量Ｃｌ
ｃと補助容量Ｃｓとにそれぞれ充電電荷として保持され
る。
【００５１】ＤＭスイッチ回路１７は、Ｎ－ｃｈＴＦＴ
からなる第２のスイッチ素子２１と、同じくＮ－ｃｈＴ
ＦＴからなる第３のスイッチ素子２２とで構成されてお
り、ＤＭ１８の入力端子２６及び出力端子２７と、画素
電極１３との間に挿入されている。ＤＭスイッチ回路１
７のうち、第２のスイッチ素子２１のゲートはメモリ制
御信号線１９ａに接続され、第３のスイッチ素子２２の
ゲートはメモリ制御信号線１９ｂに接続されている。メ
モリ制御信号線１９ａ、１９ｂには、図示しない外部駆
動回路からオン又はオフレベルのメモリ制御信号が供給
され、これにより第２のスイッチ素子２１と第３のスイ
ッチ素子２２のオン／オフは独立して制御される。この
実施形態において、第１のスイッチ素子１４とＤＭスイ
ッチ回路１７は、ともにＭＯＳトランジスタで構成され
ている。
【００５２】ＤＭ１８は、１つのインバータ回路２３と
第２の容量素子２５とから構成されている。静止画表示
の際にＤＭ１８に書き込まれるマルチカラー用映像信号
は、インバータ回路２３のみでも保持することができる
が、第２の容量素子２５を接続することにより、インバ
ータ回路２３での充電電荷をより安定して保持すること
ができる。ちなみに、ＤＭ１８をインバータ回路２３の
みで構成した場合、マルチカラー用映像信号は、配線容
量とインバータ自体の容量成分により保持されることに
なる。
【００５３】なお、インバータ回路２３の正極性側と負
極性側には、それぞれ図示しない正電源配線と負電源配
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線が接続されており、図示しない電源電圧発生回路から
は、直流のＨｉｇｈ電源電圧とＬｏｗ電源電圧がそれぞ
れ供給されている。インバータ回路２３の電源配線につ
いては後に説明する。
【００５４】図１に示したように、ＤＭ１８を１つのイ
ンバータ回路２３と第２の容量素子２５で構成すること
により、従来は５個必要としていたＤＭのトランジスタ
数を、インバータ回路のための２個と容量素子１つに削
減することができる。また、ＤＭ１８を１つのインバー
タ回路２３のみで構成した場合は、ＤＭのトランジスタ
数を、インバータ回路のための２個に削減することがで
きる。したがって、上記のような回路構成を採用するこ
とにより、基板上でのＤＭ１８の配置領域を小さくする
ことが可能となり、画面の高精細化を実現することがで
きる。さらに、プロセスの微細化が進めば、数画素を表
示単位としての１画素とすることにより、静止画表示時
にも階調表示が可能となる。
【００５５】また通常表示時において、第２のスイッチ
素子２１のみをオンさせ、第１の容量素子２４と第２の
容量素子２５との間を導通させるように駆動した場合
は、画素電極１３に書き込まれたフルカラー用映像信号
の電荷の一部を第２の容量素子２５に保持させることが
できる。したがって、第１の容量素子２４と第２の容量
素子２５の２つの容量を合わせて、通常駆動に必要とさ
れる容量を形成すれば、第２の容量素子２５を付加した
分だけ第１の容量素子２４の容量を小さくすることがで
きる。これによれば、基板上での回路面積を小さくし
て、高精細化と歩留まりの向上を実現することができ
る。
【００５６】次に、上記のように構成された液晶表示装
置１００において、通常表示及び静止画表示を行う場合
の駆動方法について説明する。
【００５７】まず、通常表示時には、メモリ制御信号線
１９ａをオンレベル、メモリ制御信号線１９ｂをオフレ
ベルとして、第２のスイッチ素子２１のみをオンとす
る。そして、走査線駆動回路１２０及び信号線駆動回路
１３０に対し、それぞれクロック信号、スタート信号及
びフルカラー用映像信号を供給して、通常のアクティブ
マトリクス型液晶表示装置と同様に駆動を行うことによ
り、フルカラーによる高画質な中間調／動画表示を行う
ことができる。
【００５８】先に説明したように、通常表示時におい
て、第２のスイッチ素子２１のみをオンさせるように駆
動した場合は、画素電極１３に書き込まれたフルカラー
用映像信号の電荷の一部が第２の容量素子２５にも保持
されるため、第１の容量素子２４での充電電荷をさらに
安定して保持することができる。なお、通常表示時にお
いて、メモリ制御信号線１９ａ，１９ｂをともにオフレ
ベルとし、第２のスイッチ素子２１と第３のスイッチ素
子２２をともにオフするように駆動することもできる。
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11
この場合、画素電極１３に書き込まれたフルカラー用映
像信号の電荷は、液晶層１６と第１の容量素子２４で保
持されることになる。
【００５９】続いて、静止画表示を行う場合の駆動方法
を、図５に示す信号波形のタイミングチャートを参照し
ながら説明する。この例では、電源配線２８ａ、２８ｂ
に直流のＨｉｇｈ電源電圧、Ｌｏｗ電源電圧をそれぞれ
供給している。
【００６０】通常表示から静止画表示に切り替える際
は、通常表示から静止画表示に移行する最後のフレーム
（静止画書き込みフレーム）において、メモリ制御信号
線１９ａをオンレベル、メモリ制御信号線１９ｂをオフ
レベルとし、第２のスイッチ素子２１のみをオンさせ
る。そして、第１のスイッチ素子１４が行選択信号によ
りオンしている間に、信号線１１にマルチカラー用映像
信号をサンプリングし、これを第１のスイッチ素子１４
からＤＭスイッチ回路１７の第２のスイッチ素子２１を
通じてＤＭ１８に書き込む。
【００６１】ＤＭ１８にマルチカラー用映像信号が書き
込まれた後に、第１のスイッチ素子１４がオフすると、
マルチカラー用映像信号はＤＭ１８の第２の容量素子２
５（及びインバータ回路２３、以下同じ意味として略称
する）に保持される。
【００６２】静止画表示の期間において、ＤＭ１８に書
き込まれたマルチカラー用映像信号は、短時間であれば
この状態で保持することもできるが、長時間保持すると
直流成分により液晶層１６が劣化するため、交流駆動す
る必要がある。この実施形態では、一定の周期でメモリ
制御信号線１９ａ、同１９ｂを交互にオンレベルとする
ことによって、第２のスイッチ素子２１と第３のスイッ
チ素子２２を交互にオンし、同時に対向電極１５の電位
を反転させることで交流駆動を実現している。
【００６３】すなわち、静止画表示期間の各フレームで
は、最初にメモリ制御信号線１９ｂをオンレベルとし、
第３のスイッチ素子２２をオンにすることで第２の容量
素子２５に保持されているマルチカラー用映像信号を画
素電極１３に書き込む。この間、メモリ制御信号線１９
ａはオフレベルとする。そして、１フレームの終了間際
にメモリ制御信号線１９ａをオンレベルとし、第２のス
イッチ素子２１をオンにすることで画素電極１３に書き
込まれていたマルチカラー用映像信号を再び第２の容量
素子２５に保持させる。この間、メモリ制御信号線１９
ｂはオフレベルとする。このような動作を１フレームご
とに交互に繰り返すと、第２の容量素子２５からマルチ
カラー用映像信号が取り出される度に、インバータ回路
２３により極性反転されて画素電極１３に書き込まれる
ため、この周期に合わせて対向電極１５の電位を反転さ
せることで極性反転駆動を行うことができる。
【００６４】また、こうした動作を可能とするために、
静止画表示期間においては、図５に示すように、第３の
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スイッチ素子２２のオン時間が、第２のスイッチ素子２
１のオン時間よりも長くなるように設定する。この実施
形態では、第２のスイッチ素子２１のオン時間を、第３
のスイッチ素子２２のオン時間の１／１０程度としてい
るが、液晶パネルの設計条件に応じて適宜に設定するこ
とができる。
【００６５】このように、第２のスイッチ素子２１と第
３のスイッチ素子２２を１フレーム毎に交互にオンする
ことで、画素電極１３にはＨｉｇｈ電源電圧／Ｌｏｗ電
源電圧の電位が交互に出力され、これと同期させて対向
電極１５の電位をＨｉｇｈ電源電圧／Ｌｏｗ電源電圧に
相当する電位間でシフトすることにより、対向電極１５
と極性が同じ表示画素１０では液晶層１６に電圧がかか
らず、また逆極性の表示画素１０では液晶層１６に電圧
がかかることになり、２値の画像表示を行うことができ
る。このとき、表示画素部１１０で動作しているのは、
低周波数のメモリ制御信号線１９と対向電極１５だけで
あるため、低消費電力で静止画表示を行うことができ
る。また、この間、画素電極１３への電位の供給はＤＭ
１８からとなるため、第１の容量素子２４と図示しない
補助容量線との間に形成される補助容量Ｃｓの電位は表
示と無関係になる。このため、前記補助容量線には、通
常表示において第１の容量素子２４に与えている補助容
量電位よりも低い電位を供給することができるため、低
消費電力化を達成することができる。
【００６６】また、図５には示していないが、静止画表
示から通常表示に切り替える際は、最後のフレーム（静
止画最終フレーム）を経て、再びメモリ制御信号線１９
ａ、１９ｂをオフレベル（又は１９ｂのみオフレベル）
とし、走査線駆動回路１２０及び信号線駆動回路１３０
に対し、それぞれクロック信号、スタート信号及びフル
カラー用映像信号を供給する。
【００６７】次に、ＤＭスイッチ回路１７の他の実施形
態について説明する。図２は、図３に示す表示画素１０
の他の実施形態を示す回路構成図であり、図１と同等部
分を同一符号で示している。
【００６８】この実施形態のＤＭスイッチ回路３７は、
Ｎ－ｃｈＴＦＴからなる第２のスイッチ素子２１と、Ｐ
－ｃｈＴＦＴからなる第３のスイッチ素子３２とで構成
されている。各スイッチ素子のゲートは共通のメモリ制
御信号線１９に接続されており、メモリ制御信号線１９
から供給されるメモリ制御信号によって、第２のスイッ
チ素子３１と第３のスイッチ素子３２のオン／オフが同
時に制御される。すなわち、図２に示すＤＭスイッチ回
路３７では、第２のスイッチ素子３１がオンのときは第
３のスイッチ素子３２がオフし、また第２のスイッチ素
子３１がオフのときは第３のスイッチ素子３２がオンす
ることになる。
【００６９】通常表示時において、第２のスイッチ素子
２１をオンし、第２の容量素子２５にもフルカラー用映
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像信号の電荷を充電させる場合には、２つのスイッチ素
子を同時にオフにする必要がないので、図２のような回
路構成とすることにより、メモリ制御信号線１９の数を
図１の回路構成に比べて半分に減らすことができる。な
お、この実施形態において、第２のスイッチ素子２１と
第３のスイッチ素子３２は、ＣＭＯＳトランジスタで構
成されている。
【００７０】次に、ＤＭ１８の具体的な回路構成につい
て説明する。ここでは、図２の回路構成を例として説明
する。また、静止画表示を行う場合の他の駆動方法につ
いても説明する。
【００７１】図６は、図２に示す表示画素１０の詳細な
回路構成図であり、図２と同等部分を同一符号で表して
いる。
【００７２】ＤＭ１８に含まれるインバータ回路２３
は、直列に接続されたＰ－ｃｈＴＦＴ２３１及びＮ－ｃ
ｈＴＦＴ２３２により構成されており、その正極性側に
は正電源配線として電源配線２８ａが接続され、負極性
側には負電源配線として電源配線２８ｂが接続されてい
る。
【００７３】なお、第２の容量素子２５を接続しても、
インバータ回路２３に書き込まれたマルチカラー用映像
信号の充電電荷を安定して保持できない場合は、図７に
示すように、Ｐ－ｃｈＴＦＴ２３１及びＮ－ｃｈＴＦＴ
２３２に、それぞれ第３の容量素子２３３及び第４の容
量素子２３４を付加する。これにより、充電電荷のさら
に安定して保持させることができる。
【００７４】この場合も、通常表示時において、第２の
スイッチ素子２１のみをオンさせ、第１の容量素子２４
と、第２の容量素子２５、第３の容量素子２３３及び第
４の容量素子２３４との間を導通させるように駆動した
場合は、画素電極１３に書き込まれたフルカラー用映像
信号の電荷の一部をＤＭ１８側の３つの容量素子（２
５，２３３，２３４）に保持させることができる。した
がって、第１の容量素子２４とＤＭ１８側の３つの容量
素子の容量とを合わせて、通常駆動に必要とされる容量
を形成すれば、ＤＭ１８側の３つの容量素子を付加した
分だけ第１の容量素子２４の容量を小さくすることがで
きる。これによれば、基板上での回路面積を小さくし
て、高精細化と歩留まりの向上を実現することができ
る。
【００７５】次に、図６に示す回路構成において、通常
表示及び静止画表示を行う場合の駆動方法について説明
する。ただし、通常表示を行う場合の駆動方法は上記実
施形態と同じであるため、ここでは静止画表示を行う場
合の駆動方法についてのみ説明する。
【００７６】図８は、静止画表示を行う場合の他の駆動
方法を示す信号波形のタイミングチャートである。この
例では、電源配線２８ａ、２８ｂに直流のＨｉｇｈ電源
電圧、Ｌｏｗ電源電圧をそれぞれ供給している。
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【００７７】この実施形態の駆動方法では、静止画表示
期間中、数フレーム毎にマルチカラー用映像信号の書き
込みを行っている。すなわち、静止画表示期間の静止画
書き込みフレームでは、メモリ制御信号線１９をオンレ
ベルとし、第２のスイッチ素子２１のみをオンさせる。
そして、第１のスイッチ素子１４が行選択信号によりオ
ンしている間に、マルチカラー用映像信号を信号線１１
にサンプリングし、これを第１のスイッチ素子１４から
ＤＭスイッチ回路１７の第２のスイッチ素子２１を通じ
てＤＭ１８に書き込む。この後、第１のスイッチ素子１
４がオフすると、マルチカラー用映像信号はＤＭ１８の
第２の容量素子２５に保持される。
【００７８】その後は、ＤＭ１８に書き込んだマルチカ
ラー用映像信号により静止画表示を行うが、所定フレー
ム数毎に一度の割合で静止画書き込みフレームを設け、
マルチカラー用映像信号の書き込みを行っている。この
とき書き込まれるマルチカラー用映像信号は、前回の静
止画書き込みフレームで書き込まれたマルチカラー用映
像信号とは反対極性の信号となり、これに合わせて対向
電極１５の電位を反転させることで極性反転駆動を行う
ことができる。
【００７９】この実施形態における静止画表示期間で
は、新たなマルチカラー用映像信号が書き込まれるまで
の所定フレーム数の間、液晶層１６には同一極性のマル
チカラー用映像信号が印加されるため、この間はメモリ
制御信号線１９を駆動する必要はない。一方、所定フレ
ーム数毎に走査線駆動回路１２０と信号線駆動回路１３
０を駆動することになるが、本発明者らによるシミュレ
ーションによれば、図５に示す駆動方法に比べ、静止画
表示期間をさらに低消費電力で駆動できることが確認さ
れている。
【００８０】なお、マルチカラー用映像信号による静止
画表示のフレーム数は、ＤＭ１８に書き込まれたマルチ
カラー用映像信号の電位が液晶駆動に必要な電位を保持
できるフレーム数であればよく、数フレームから数十フ
レームの間に設定される。
【００８１】図９は、静止画表示を行う場合のさらに他
の駆動方法を示す信号波形のタイミングチャートであ
る。この例では、電源配線２８ａ、２８ｂに交流の電源
電圧を供給している。
【００８２】この実施形態の駆動方法では、図８に示し
た実施形態と同様に、静止画表示期間中、数フレーム毎
にマルチカラー用映像信号の書き込みを行っている。相
違点は、１フレーム毎に極性反転駆動を行うことにあ
る。すなわち、ＤＭ１８に書き込んだマルチカラー用映
像信号による静止画表示の間は、１フレーム毎に電源配
線２８ａ、２８ｂの電位を反転させるとともに、この周
期に合わせて対向電極１５の電位を反転させている。以
下、詳細に説明する。
【００８３】静止画表示の間、第２のスイッチ素子２１
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はオフ、第３のスイッチ素子２２はオンとなるため、第
２の容量素子２５に保持されているマルチカラー用映像
信号の電位（その画素に書き込まれたマルチカラー用映
像信号の電位であり、Ｈｉｇｈレベル又はＬｏｗレベル
の二値情報）に応じて、インバータ回路２３のＰ－ｃｈ
ＴＦＴ２３１又はＮ－ｃｈＴＦＴ２３２の一方がオンす
る。すると、ＤＭ１８に書き込まれたマルチカラー用映
像信号の電位が、Ｐ－ｃｈＴＦＴ２３１又はＮ－ｃｈＴ
ＦＴ２３２から第３のスイッチ素子２３を通じて画素電
極１３に供給される。したがって、あるフレームにおい
て、マルチカラー用映像信号の電位がＨｉｇｈであれ
ば、Ｎ－ｃｈＴＦＴ２３２から第３のスイッチ素子２３
を通じてＬｏｗレベルの電位が画素電極１３に供給され
る。このとき、対向電極１５は逆極性となるため、液晶
層１６に電圧が印加される（Ｈｉｇｈレベル表示）。ま
た、同一フレームにおいて、マルチカラー用映像信号の
電位がＬｏｗであれば、Ｐ－ｃｈＴＦＴ２３１から第３
のスイッチ素子２３を通じてＨｉｇｈレベルの電位が画
素電極１３に印加される。このとき、対向電極１５は同
一極性となるため、液晶層１６に電圧が印加されないこ
とになる（Ｌｏｗレベル表示）。次フレームで電源配線
２８ａ、２８ｂに供給される電源電圧の極性が反転した
場合も、画素電極１３に供給されるマルチカラー用映像
信号の電位と対向電極１５の電位との関係が反転するた
め、上記と同様の結果となる。このように、１フレーム
毎に電源配線２８ａ、２８ｂの電位を反転させるととも
に、この周期に合わせて対向電極１５の電位を反転させ
ることにより、所定フレーム数に及ぶ静止画表示におい
ても極性反転駆動を行うことができる。
【００８４】なお、第１の容量素子２４に補助容量電位
を供給する配線（補助容量線）とインバータ回路２３の
電源配線とを共通化することもできる。この場合の回路
構成を図１０及び図１１に示す。図１０は図７に対応
し、図１１は図８に対応する。図１０及び図１１では、
補助容量線２９と電源配線２８ｂとを共通化した回路構
成を示している。ただし、補助容量線２９と電源配線２
８ａとを共通化した回路構成としてもよい。図１０又は
図１１に示すように、補助容量線とインバータ回路２３
の電源配線とを共通化した場合は、基板上に電源配線を
個別に引き回す必要がないため、基板上での配線数を少
なくすることができる。したがって、従来よりも画素ピ
ッチを狭めることができるようになり、画面の高精細化
を達成することができる。また、配線数が少なくなるこ
とで、配線間でのショート不良の発生も少なくなり、歩
留まりの向上を果たすことができる。
【００８５】次に、この実施形態による液晶表示装置１
００の製造方法を図１２を用いて説明する。図１２は液
晶表示装置の製造プロセスを示す概略断面図であり、右
側の領域は画素部（表示画素部１１０）、左側の領域が
駆動回路部（走査線駆動回路１２０など）を示してい
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る。以下、図１２の（ａ）～（ｆ）の順に説明する。
【００８６】（ａ）ガラスなどの透明絶縁基板５０上
に、プラズマＣＶＤ法により厚さ５０ｎｍのアモルファ
スシリコン（ａ－Ｓｉ）薄膜５１を堆積し、このアモル
ファスシリコン薄膜５１を図示しないＸｅＣｌエキシマ
レーザ装置でアニールすることで多結晶化する。ここ
で、前記ＸｅＣｌエキシマレーザ装置からのレーザ光５
２は、図中Ａの方向に走査され、このレーザ光５２が照
射された領域は結晶化され多結晶シリコン膜５３とな
る。その際、レーザ照射エネルギーを段階的に上げて複
数回照射を行うことにより、アモルファスシリコン膜中
の水素を効果的に抜くことができ、結晶化時のアブレー
ションを防ぐことができる。なお、照射エネルギーは２
００～５００ｍＪ／ｃｍ２ とする。
【００８７】（ｂ）多結晶シリコン膜５３をフォトリソ
グラフィ法を用いてパターニングし、薄膜トランジスタ
の活性層５４を形成する。
【００８８】（ｃ）シリコン酸化膜によるゲート絶縁膜
５５をプラズマＣＶＤ法で形成した後、モリブデン－タ
ングステン合金膜をスパッタ法で成膜、パターニングす
ることでゲート電極５６を形成する。また、前記パター
ニング時に走査線も同時に形成する。ゲート絶縁膜５５
としては、このほかに窒化シリコン膜や常圧ＣＶＤ法に
よるシリコン酸化膜を使うことができる。
【００８９】ゲート電極５６を形成後に、ゲート電極５
６をマスクとしてイオンドーピング法で不純物を打ち込
み、薄膜トランジスタのソース／ドレイン領域５４ａを
形成する。不純物としては、Ｎ－ｃｈトランジスタにつ
いてはリンを、Ｐ－ｃｈトランジスタについてはボロン
を用いることができる。画素部のトランジスタについて
はオフ時のリーク電流を抑えるためにＬＤＤ（Ｌｉｇｈ
ｔｌｙ  ＤｏｐｅｄＤｒａｉｎ）構造を用いるのが効果
的である。この場合、ソース／ドレイン電極５４ａへの
不純物注入後にゲート電極５６を再パターニングし、一
定量だけ細かくした後、再度低濃度の不純物打ち込みを
行う。
【００９０】（ｄ）ゲート電極５６上にプラズマＣＶＤ
法又は常圧ＣＶＤ法でシリコン酸化膜による第１の層間
絶縁膜５７を形成する。
【００９１】（ｅ）第１の層間絶縁膜５７及びゲート絶
縁膜５５にコンタクトホールを形成後、スパッタ法でＡ
ｌ膜を形成、パターニングすることでソース／ドレイン
電極５９、６０を形成する。このとき、信号線も同時に
形成する。
【００９２】（ｆ）前記Ａｌ膜上に低誘電率絶縁膜（第
２の層間絶縁膜）６１を形成する。低誘電率絶縁膜６１
としては、プラズマＣＶＤ法で作成した窒化シリコン膜
や、酸化シリコン膜、有機絶縁膜等の低誘電率絶縁膜を
用いることができる。そして、低誘電率絶縁膜６１にコ
ンタクトホールを形成し、Ａｌ薄膜６２を形成し、パタ



(10) 特開２００２－２２９５３２

10

20

30

17
ーニングすることで画素電極を形成する。
【００９３】以上のプロセスにより、透明絶縁基板５０
上に画素部と駆動回路部とを一体で形成することができ
る。この後、透明絶縁基板５０と、図示しない対向電極
が形成された対向基板とを対向し、周囲をエポキシ樹脂
からなるシール材で密閉し、内部に液晶組成物を注入、
封止することで液晶表示装置を完成することができる
（図４参照）。
【００９４】なお、ｐ－Ｓｉ（ポリシリコン）ＴＦＴ
は、ａ－ＳｉＴＦＴに比べて電子の移動度が二桁程度高
いため、ＴＦＴサイズを小さくすることが可能であり、
周辺駆動回路をも同時に基板上に一体に形成することが
できる。この周辺回路としては、高速化、低消費電力化
を図るためにＣＭＯＳ構造とすることが望ましい。その
ため、前記不純物ドーピング工程は、レジストマスクを
用いてＰ型及びＮ型不純物ドーピング工程の２回に分け
て行っている。
【００９５】また、この実施形態のように、画素電極１
３を金属薄膜で構成された光反射型の画素電極とした場
合は、バックライトが不要となるため、バックライトを
用いた透過型の構成に比べて、さらに低消費電力での駆
動が可能となる。ちなみに、対角５ｃｍ、２５万画素の
液晶パネルについてフレーム周波数６０Ｈｚで静止画表
示を行ったところ、消費電力を５ｍＷとすることができ
た。
【００９６】
【発明の効果】以上説明したように、この発明によれ
ば、ディジタルメモリが１つのインバータ回路で構成さ
れているため、従来に比べてディジタルメモリのトラン
ジスタ数を削減することができる。したがって、基板上
でのディジタルメモリの配置領域を小さくすることが可
能となり、画面の高精細化を実現することができる。
【００９７】また、通話時には、第１の映像信号により
通常のフルカラーによる中間調／動画表示を行うことが
でき、また待ち受け時には、走査線／信号線駆動回路の
動作を止めつつ、前記ディジタルメモリに保持された第
２の映像信号で画像表示を行うため、高精細画素に対し*
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*ても低消費電力でマルチカラー表示を行うことができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施形態における表示画素の回路構成図。
【図２】他の実施形態における表示画素の回路構成図。
【図３】実施形態におけるアクティブマトリクス型液晶
表示装置の回路構成図。
【図４】図３の概略断面図。
【図５】静止画表示を行う場合の動作を示す信号波形の
タイミングチャート。
【図６】図２に示す表示画素の詳細な回路構成図。
【図７】図６のインバータ回路に容量素子を付加した場
合の回路構成図。
【図８】静止画表示を行う場合の他の駆動方法を示す信
号波形のタイミングチャート。
【図９】静止画表示を行う場合のさらに他の駆動方法を
示す信号波形のタイミングチャート。
【図１０】図７に示す表示画素において補助容量線とイ
ンバータ回路の電源配線とを共通化した場合の回路構成
図。
【図１１】図８に示す表示画素において補助容量線とイ
ンバータ回路の電源配線とを共通化した場合の回路構成
図。
【図１２】液晶表示装置の製造プロセスを示す概略断面
図。
【符号の説明】
１０…表示画素、１１…信号線、１２…信号線、１３…
画素電極、１４…第１のスイッチ素子、１５…対向電
極、１６…液晶層、１７，３７…ＤＭスイッチ回路、１
８…ＤＭ（ディジタルメモリ）、１９（１９ａ，１９
ｂ）…メモリ制御信号線、２１，３１…第２のスイッチ
素子、２２，３２…第３のスイッチ素子、２３…インバ
ータ回路、２４…第１の容量素子（補助容量）、２５…
第２の容量素子、２８ａ，２８ｂ…電源配線、２９…補
助容量線、２３１…Ｐ－ｃｈＴＦＴ、２３２…Ｎ－ｃｈ
ＴＦＴ、２３３，２３４…容量素子、１１０…表示画素
部、１２０…走査線駆動回路、１３０…信号線駆動回路

【図２】 【図４】
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